
1.  Nastaven predmet ENERGETSKI ELEKTRONSKI ELEMENTI  

2.  [ifra ETF054Z05 

3.  Studiska programa ERPS 

4.  Semestar (izbornost) zimski (izboren)  

5.  Celi na predmetot Zapoznavawe so energetskite elektronski elementi  

6.  Osposoben za Izbor na soodvetni energetski elektronski elementi za 
dadena namena. 

7.  Uslov za zapi{uvawe 
na predmetot 

Osnovi na elektronika  

8.  Osnovna literatura 
(do 3 naslovi) 

1. N. Mohan, T. M. Undeland & William P. Robbins, “Power 
electronics – converters, applications and Design”, John 
Wiley & Sons”, New York  

2. J. G. Kassakian, M. F. Schleht & G. C. Verghese, 
“Principles of power electronics”, Addison-Wesley 
publishing company, California 

3. B. J. Baliga, “Power semiconductor devices”, PWS 
Publishing company, New York 

9.  Broj na krediti 6 

10.  Vkupen raspolo`iv fond na vreme 6 ECTS x30 ~asa = 180 ~asa 

11.  Raspredelba na raspolo`ivoto vreme  

11.1. P - Predavawa-teoretska nastava (15 sedmici x 3 
~asa)  

45 ~asa 

11.2. LV - Laboratoriski ve`bi (6 sedmici po 2 ~asa + 
kolokvium 3 ~asa) 

15 ~asa 

11.3. AV - Auditorni ve`bi, konsultacii (15 sedmici po 1 
~as) 

15 ~asa 

11.4. SU - Samostojno u~ewe  90 ~asa 

11.5. PZ - Proverka na znaewe(II parcijalen ispit 3 ~asa) 3 ~asa 

11.6. SZ - Seminarski raboti, samostojni zada~i 12 ~asa 

12.  Ocenuvawe  

12.1. Posetenost na nastava do 10 boda  10 boda 

12.2. Parcijalni ispiti  (2 x 40 boda)  80 boda 

12.3. Testovi (2 x 25 boda)  boda 

12.4. Seminarski raboti i samostojni zada~i  10 boda 

12.5. Laboratoriski ve`bi boda 

Zabele{ka:  Ocenki: 

od 60 do 68 boda 6 ({est) 

od 69 do 76 7(sedum) 

od 77 do 84 8 (osum)  

od 85 do 92 9 (devet)  

od 93 do 100 10 (deset)  

13.  Uslov za potpis i formalen ispit Laboratoriski. ve`bi i odbranet kolokvium. 



PLANIRAWE AKTIVNOSTI ZA NASTAVNIOT PREDMET VOVED VO IMPULSNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA  

ned 
ela 

Predavawa - teoretska nastava Auditorni i laboratoriski ve`bi 

~asa tema ~asa tema 

I.  3  
Istoriski razvoji klasifikacija na energetskite elektronski elementi. 
Rekombinaciono-generacioni procesi; radijacionen, SRH, O`e 

1 Rekombinaciono-generacioni procesi  

  

II.  3 
Vremiwa na `ivot na ramnote`nite nositeli na elektricitet i ambipolarno 
vreme na `ivot 

1 Vremiwa na `ivot.  

  

III.  3 

Ambipolarno vreme na `ivot kaj siliciumot. Podvi`nost na nositelite na 
elektricitet vo uslovi na visoka injekcija. Stacionarni re{enija na ravenkata 
na kontinuitetot vo uslovi na niska i visoka injekcija kaj homogen 
poluprovodnik.  

1 
Ambipolarno vreme na `ivot voj siliciumot. 

 

  

IV.  3 [otkiev spoj. Efektot na. [otki. Zakon za poluprovodni~ki spoj. 
1 [otkiev spoj. Zakon za poluprovodni~ki spoj  

  

V.  3 
Energetska pin-dioda. Inverzna polarizacija. Probivni naponi. Proni`ni i 
neproni`ni diodi. 

1 Probivni naponi. Proni`ni i neproni`ni diodi. 

  

VI.  3 

Direktna polarizacija. Raspredelba na ekscesnite nositeli i poleto vo 
driftnoto podra~je. Padovi na napon. Vlijanija na efektotot na O`e, 
rekombinacijata nakraevite i  me|usebnata interakcija na slobodnite nositeli 
na elektricitet vrz strujno-naponskata karakteristika na pin-diodata 

1 
Opredeluvawena padot na napon na pin-diodata pri direktna 
polarizacija.  

  

VII.  3 
Energetskata pin-dioda vo preoden re`im na rabota; premin od sostojba na 
inverzna vo sostojba na direktna polarizacija; premin od sostojba na direktna vo 
sostojba na inverzna polarizacija 

1 Energetskata pin-dioda vo preoden re`im na rabota. 

  

VIII.  3 I parcijalen ispit  
1 Konsultacii 

  

IX.  3 Energetska [otkieva dioda. Direktna polarizacija. Inverzna polarizacija.  
1 Energetska [otkieva dioda. 

2 Merewa na energetskata pin-dioda 

X.  3 
Energetski bipolaren tranzistor, struktura, strujno-naponski karakteristiki, 
podra~je na kvazi-zasituvawe 

1  Energetskiot bipolaren tranzistor 

2 Merewa na energetskata [otkieva dioda 

XI.  3 
Zavisnost na strujnoto zasiluvawe od kolektorskata struja. Strujno natrupuvawe. 
Darlingtonova dvojka. Energetski MOS-tranzistor, struktura. 

1 
Model na upravuva~ki polne` na energetskiot bipolaren 
tranzistor. 

2 
Strujno-naponski narakteristiki na energetskiot bipolaren  
tranzistor/Darlingtonovata dvojka 

XII.  3 
Strujno-naponski karakteristiki, naponski ograni~uvawa i zagubi kaj 
energetskiot MOS-tranzistor 

1 Energetski MOS tranzistori 

2 Strujno-naponski karaktereistiki na MOS-tranzistorot 

XIII.  3 
Tiristori. Osnovna struktura. Strujno-naponski karakteristiki Prekinuva~ki 
karakteristiki 

1 Tiristori.  

2 Merewa kaj tiristorot 

XIV.  3 
Princip na rabota. dV/dt-efekt. dI/dt-efekt. GTO-tiristori. Bipolarni 
tranzistori so izoliran gejt (IGBT). Osnovna struktura. 

1 Bipolaren tranzistor so izoliran gejt 

2 Merewa kaj bipolarniot tranzistor so izoliran gejt 

XV.  3 
Strujno-naponski karakteristiki. Princip na rabota i ekvivalentna {ema na 
bipolarniot tranzistor so izoliran gejt. MOS -kontroliran tiristor ( MOST ) 

1 Konsultacii. 

3 Kolokvium po laboratoriskite ve`bi 

Zbir 45  30  

 


